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INTRODUCCION. Transistor de Efecto de Campo de
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b) Curva Caracteristica
Transistor MOS Canal N de Enriquecimiento

a) Simbolo

Zonas de funcionamiento del transistor MOS:

Vep

Zona de corte, V<V, ip=0; el transistor se considera un interruptor abierto.

Zona de saturacion, Vgs- Vi <Vps, ip=constante (independiente de Vpg):

k

) /4
Ip = ) (fj ) (VGS =V )2 , el limite de esta zona con la siguiente

, se obtiene al

o . .. _k (W >
sustituir Vgs- Vi =Vps , en la formula anterior, es decir: Ip = E I '(Vos) ,
(=parabola)

. w V?
Zona ohmica, Vgs- Vy>Vps, 'p = k- (fj '((Vc -V ) Vps = %j , en esta

zona el transistor se considera un interruptor cerrado, con una resistencia (para

valores muy pequefios de Vpg):

DS(ON) — W— .
k- [j(VGS - VT)

L

R

Zona de ruptura, Vpgs > Vgp.
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TECNOLOGIAS DE FABRICACION. Transistor
VMOS (Siliconix-1976)

|

D

Primeros transistores MOS de potencia: Transistor en V. Derivé
rapidamente a U-MOS.
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TECNOLOGIAS DE FABRICACION. Transistor TECNOLOGIAS DE FABRICACION. Transistor

DMOS Trenched-MOS
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Transistores MOS de potencia modernos: “Transistores con
iy . . - Trinchera”
Seccién de un Transistor DMOS de Enriquecimiento Canal n
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TECNOLOGIAS DE FABRICACION. Evolucién del

Transistor MOS
Gen 3
20lmm2
e\ O m
Gen S
8 mm2
5&% E
Gen 7
3.5 mm2
Gen 8

1.5 mm2
L]

Evolucién en el tiempo de las generaciones de transistores MOS a partir
de DMOS hasta los transistores con trinchera.
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FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR D-MOS

_ dtomos aceptores
ionizados

Vst

® electrones libres

+ + + + + + + + + + +

I S e R i i -

limite de la zona
de deplexion

b) Para valores bajos de Vps (Vgs2 > Vesi» Vas: < Vi)
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FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR D-MOS

Vess

e T e i i e -

limite de la zona
de inversion

limite de la zona
de deplexion

C) Para valores bajos de Vs (Vgss > Vesz, Vass > Vi)

VGS4

+ 4+ + + + + + + + +

limite de la zona
de inversion

limite de la zona
de deplexion

d) Para valores mayores de Vs (Vgss > Vr)
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FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR D-MOS

+ 4+ 4+ + + + + + + +

limite de la zona
de inversion

e) Para valores mayores de Vs (Vess > Vasz, Vass > Vr)
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DIODO EN ANTIPARALELO

Transistor Bipolar asociado al Transistor MOS
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DIODO EN ANTIPARALELO. Conmutacion en una
Rama de un Puente

— Voo
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Tiempo

El transistor MOS con el Diodo en Antiparalelo Conmutando una Carga

Inductiva en una rama de un Puente.
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Efecto de las Capacidades Pardsitas en la Tension de
Puerta

Cambio de
tension debido a
la conmutacion de
otro dispositivo

Ve=0V

Transistor cortado =
Efecto de la conmutacion de otros dispositivos sobre la tension de puerta
con distintos valores de Rg.

El efecto de la conmutacion de otros dispositivos puede provocar
variaciones importantes en la tension de puerta debido al acoplamiento
capacitivo Cgp—Cgs. Esto tiene como consecuencias no deseadas:

a) Se supere la tensién maxima que el 6xido puede soportar.

b) Haciendo que el transistor (que estaba cortado) conduzca.

Si se produce un flanco de subida, ese flanco se transmitira a la puerta, con
lo que si se supera la tension umbral, el MOS entra en conduccion.

Esto tiene el efecto de que baje la tension Vs con lo que el efecto se
compensa, cortindose de nuevo el transistor a costa de sufrir grandes
pérdidas por la corriente que circula durante el transitorio.

Si se produce un flanco de bajada, ese flanco se transmitira igualmente a la
puerta, permaneciendo el transistor cortado, pero con peligro de superar la
tensién maxima del éxido.

En ambos casos es determinante el valor de la resistencia equivalente de la
fuente que excita a la puerta (R;) cuanto menor sea esta resistencia menos
se notara este efecto.

Se debe tener especial cuidado con las conexiones en el circuito de puerta,
porque cualquier inductancia pardsita presente dara una impedancia
equivalente muy alta ante cambios bruscos.

Efecto de las Capacidades Pardsitas en la Tension de
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Efecto de la conmutacion de otros dispositivos sobre la tensién de puerta
con distintos valores de Rg.




CARACTERISTICAS ESTATICAS, DINAMICAS Y

TERMICAS
Rp=1002
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b) Formas de Onda Resultantes

Caracteristicas Dinamicas del Transistor MOSFET

AREA DE OPERACION SEGURA
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Zona de Operacion Segura (SOA) en un MOSFET de Potencia

Ip |
Ic

SOA
(DC)

Limite de
potencia a
T~=25°C

(ip y Vps en escala logaritmica)

Ip es funcion del
area del transistor
Ic depende de Bin

Comparacion entre las
Zonas de  Operacion
Segura de dos transistores
Avalancha | N\JOSFET y BJT de
secundaria . N

del BJT Potencia construidos para
las mismas tensiones

maximas y de secciones

Notese que los limites de corrientes y
tensiones de dispositivos de mayores '™ BT
potencias que pueden encontrarse en el

» analogas.
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